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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
БИС- большая интегральная схема,
ВАХ- вольт-амперная характеристика,
ВФХ- вольт-фарадная характеристика,
ДП- диэлектрик - полупроводник, дм- диэлектрик - металл, мдп- металл-диэлектрик-полупроводник,
Ме- металл,
МОП- металл-оксид-полупроводник,
ОПЗ- область пространственного заряда,
ОРЗЭ- оксид редкоземельного элемента,
ПС- поверхностные состояния,
РЗЭ- редкоземельный элемент,
РЗМ- редкоземельный металл,
СБИС- сверхбольшая интегральная схема,
УФ- ультрафиолетовый (-ое).
СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИИ
Епр Е время задержки пробоя, диэлектрическая проницаемость, круговая частота прикладываемого сигнала, удельное сопротивление диэлектрика, время жизни неосновных носителей заряда, поверхностный потенциал, сдвиг вольтаических зависимостей по оси напряжения, ёмкость МДП-структуры, ёмкость диэлектрика, толщина диэлектрика, напряжённость электрического поля, энергия активации проводимости, напряжённость поля пробоя, уровень энергии в полупроводнике, соответствующий середине запрещенной зоны,
N88 Рс проводимость, постоянная Планка, сила тока, фототок, скорость нарастания пилообразного напряжения, длина свободного пробега электрона в диэлектрике, собственная концентрация носителей заряда в полупроводнике, плотность поверхностных состояний, мощность падающего излучения, заряд электрона, заряд поверхностных состояний, нагрузочное сопротивление,
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